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(57)摘要

本申请公开了一种访问内存的方法和装置，

涉及内存访问技术领域，能够降低多通道内存芯

片的功耗，提升多通道内存芯片能效。该装置包

括：控制器，用于根据第一访问命令的访问地址

确定第一访问命令访问内存芯片中的第一存储

区域或第二存储区域；第一存储区域与第二存储

区域不重叠；内存芯片包括多个内存裸片，第一

存储区域占用内存芯片中第一数量的内存裸片，

第二存储区域占用内存芯片的第二数量的内存

裸片，第一数量小于第二数量；通道交织器，用于

在控制器确定第一访问命令访问第一存储区域

时，导通第一数量的内存裸片；在控制器确定第

一访问命令访问第二存储区域时，导通数量的内

存裸片。本申请实施例用于访问内存芯片。
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